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MEMORIA  DBSCRIFTIVA fl%%
para solicitar \6
PATENTE ULE INVENCION
en
ESF AL A
ror VEINTE cEics,

a nombre e IHTIATIONAL  STANDARD EILECTRIC CORPORATICH,
entidad norteemericans, eeteblecice en 67, Broed Street, Nuevs
York, ESTADCS UNIDOS DE AMETICA, por:

"N MRTCDO DE PRETARAR UN RECTIFICADCR DE SRLENIO

"CUYA SUPERFICIE LB JXFONE 4 VAHOS DE ACIDO

"SULFURICO",

s v o . y »
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Le presente invendidn ¢+ relscions eon rectificedores
de selenio y més particul?rmente con un método perfeccicnedo de
prodaccién y construceibn Ge los elementos pere dichos rectifi-
CaCores,

| Telts elzmentos comprenden uns lémine de bece € zlectro-
do posierior, que lleve una éelg&disima cepe de zelenic recublers

ta por <1 contreelectrode, stribuydpndose el efzeto rectificedor
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generslmente a le preccncie de une ceps de bleoqueo ¢ de bsrrera
en le cuperficie del celenio cantigﬁa el contraleetrodo. Fara
que resulte ceticsfactorio desde el puntodes vista comercisl, es
menester que el elemento ofregce ecdecusde ccaductibilided heeis
adelante y muy poca en el fentico ccotrario. '

El objeto genergl de le invencién e mejorar la efec-
tivided de¢ le cepe de bloqueo y en particuler reducir la conducti-
bilidad contrarie sin afeeter senciblemente ls& convenienta. Lo-
gramos e £to exponiendo la superficie de selenio, con enterioris
dad a les aplicaciée del contraelectrodo, & vehos del tipo de los
que s¢ presentean sobre el b¢ido sulfdrico ccncentrsdo y caliente.
No se he llegedo a comprender por completo la sccién o reaccidn
precisa, pero, por 1o qgue perece, incluye una reeccibn entre el
selenio y el tribzido de szufre presente an bs veahos,  Ademés,

a cauca de lo precsencie de cisrte centided de egue, térrence en
la superficie de 1o cepe de telenio ciertes proporeiones &2 cele-
nio y bibxido de telenio necientes. La operacién se regules s fin
de impedir que lea delgadicime cepe de celenio ces steceda en for-
ma excesive por 1loc compuestos d e &zufre.

En le forma preferids de reelizer el invento, le 1lémi-
ne de bass‘o electrodo posterior se revicte de selenio como de
costumbre y £¢ calients pere derle & &tte lo forme cricstelins
gptecedide., Bl dizco colbecase luego =obre £eido sulfdrico con-
centrado y caliente, en ofmere cerrade, por ecpecio de tiempo suw
ficiente para oconceguir la méxima mejoria de las carascteristi-
cas de rectificacidén sin dafier la cepe de selenio. El periodo
6ptimo de la exposicilén verisrf segdn le concentrscibn del fcido,

le temperatura e que &cste se celiente, le proporcién de vapor de
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agua y otros elementos presenter, el ecstado de la caps de se-
lenio y otroe factores; pero es técil determinar cuel ser§ el me-
Jor periodo de exposiocifn en cuslecquiera condiciones dades.

En general, resultan eficacer periodos de exposicién de 5 a 30
segundos,

Ten to la concentrecitn como la composicién precicss de
loe vahos varfsn segdn le comncentracién del €cido sulfdrico y la
temperatura & que &cte ce celiente. Con fcido sulfdrico cuya
goncentracién see de 97 %, por ejemplo, debe emplearse tempera-
tura de por lo bajo 2}00 Ce, 81 peso que, &i la concentrscién
llege & 99 %, o pase de sste velor, el procedimisnto daré re-
sultado oon temperaturséd de 2C‘O°v C y superiores. <£hors bien,

s preferible eumplear tempersturas bastente alebadas a fin de
conseguir msyor concentrecién de los vahos. Bn general, la
concentracién del &cido debe 3¢r de 95 % o superior, siendo me~
tisfactorio el Acido sulfdrico comercial que decpids vehos, ha-
biendo resultedo eficaz, con tal écido, uns tempefetura de epro-
ximedamente 200° C,  Los vehos sobre el &cido necesarismente con-
tendrén vepor de agua, perc hemes descubierto que 21 procedimien~
to daré& mejor resultado ti la humeded relativa no paca de 50 &,

Despues del tratemiento con los vahos, s¢ aplica el
contraelectrodo en lsa forma usual y el elemento ce clectroforma
y €¢ somete a todo otro tretemiento deseadc como de costumbre.

El r eferido tratemiento procduce une superficie de sele-
nio de cearecter distintivo, que ofrece ccnductibilided hscia ade-
lante compsrable a la de los elementos rectificedores de celenio
similares y conductibilided contrsrie senSibleﬁente inferi or.

Ademfis, el procedimisnto suprime le nececided de emplesr tempe~
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raturas elevades para eometer le superficie de selenio & trates
niento despuéc de lograds le oristelizecién, como las empl eadas |
con otros procedimicntos de 3sts Indole.

Si bilen hemos deserite le forme preferide de reelizar
la invencién, c€e comprenderf que se puscen conseguir iguales re-
cultedos verianco el procedimiento, ein por elleo 2 xtrelimiterse
del mlcence de le inveneiéh ctegdn expuestc en las reivindicscio-
nee. Por ejerplo: los vshos eficeces ous = ¢ precentsn sobrz el
€cido sulffirico pueder procucirse dz ctre medo.

Debido & le extreme delgedez de 1o cape de zelenio y la
proporcionalmente menor grofundided de la zone afecteda por el
procedimiento, mo et poedble decscribir en forma directa le nstu-
raleza exacts de la cuperficie cometide & tretsmiento, no obstan-
te ser distintiva, lo cusl nb quiere decir que deje 8@ ser ca-
racteristice de las esuperficles de selenio sometidss e tretemiep-
to ocon arreglo sl mé&todo descrito.

El elemento de cselenio producido por el mftodo de ls
precente invencibn 1o presentemos en el dibujo, que ea forma dips.-
gramftica enceile seccibn trancversal de un disco de rectifice-
dor que incluye el electrodo posterior de costumbre (lU), de
hierro o sluminic, dotedo de delgedo revestimientode telenio
(11) con superficie shumeds (12) sometide ¢ tretemiento psre for
mer une cepe Ce bloquec y recublierte por el contreelectraic (23),
que puede ecr de metal de %ood © €imiler,

ksta solioited, que cOTTecpende e le precentade en
loe Betados Lnidos de América, el 16 de julio de 1943, baio el
ndmero 495.022, se aEOge a los beneficios del artfeulo 51 del via
gente sctatuto de Propieded industrial.
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Loz puntos de invencidn propls y nueva que ce pressn-
tan para que seen objevo de cete Fetents de¢ Invencién en Ecpais
por VEINIE efics, eson los sigulertes:

1¢ -~ Un método de preparer los elementos rectificedo-
res de ss}ehio que lleven upe cepe ¢ sslenio montede en une 18-
rine de basre, que comprends el éxponer le csuperficie de 1ls cspe
de selenio & vahor del tipo ¢e squellos que & precentan inmedia-
temente sobre £cido fulfdrico concentredo y celiente, aplicar un
contredectrode & le superficiec eci shumads y elsctroformer el
elem=nto,

2% - Un método .conferme & 1o 23puestc en ls reivindics~
cién 1%,, ségdn el cual ls superficie ds celenio se expongs &8 10s
vahoe £obre 4cido sulfdrico concentrasdo y celiente,

32 - Un método conforme & lo expuest© en le reivindice=
ecién 1., ségan el cusal la superficic ce sel:rnic ce saxponge & los
vahos sobre feide sultdrico concentrsde y caliznte cuye concentra-
eibn no sea interior & 95 .

4% - Un método conforme & 10 axpuesto en le r:ivindica-
gién 1, Eegkn ¢l cusl le suparficis de s¢lenlo =¢ 2xpenge 8 los
vahos por espacic de © & 20 ezgundos, _

5¢ ~ Up método de preparsr los elementoe rectificedo-
res de zeleﬁio que lleven une cspe de selenicC monteds en uns 1é-
mins de base, cue comprendés el hacer que le superficie de la ca-
pa de’selenio reaccione con tribyido de ezufre, eplicar un con-

traeleoctrodo s le superficie sometide ¢ reeccifn y electrcformer
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el elemento,
t® - Un método, ceglin la reivindicecidn 1., cue incluye
an element® reéctificador é2 celenic gue comprendes un 2leptrodo
posterior, vn electrod enterior y entre 103 2lectrodos une ce-
Pa de celenio con superficie de ls clese procucide por exposicién
a los vahos despedidos por &cido tulfdrico concentrado y calien-
te, siendo la conductibilidad de dicho elemento hscis adelsnte
semsiblamente mayor y siendo su ccnductibilided contreria esen-
cialmente ten poca como le de elementos normales simileares,

7% = Un método de prepsrer un rectificedor de selenio
cuye superficie te expone & vehor de 4cide sulfdrico,

Tel y como se ha descrito en le Memoris que sntecede,
representeado en el dibujo que s¢ ecompefie y con loc fines que ee
hen especificedo.

Este Memoris consta de tei: hojee escrites por una sole

oara, 44 BE 1044

medrid, .,
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